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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

TiN膜を当社で開発中の酸化ガリウムデバイスへ適用したい。CFS-4EP-LL I-miller
での実績を確認したところ、TiN成膜はTiN焼結体ターゲットをArでスパッタして形
成するというもので、半導体で古くから知られている反応性スパッタ方式(参考文
献1)でのTiN膜ではないことが分かった。そこで、実績のあるTiN焼結体での膜質と、
Tiを窒素プラズマに反応させながら成膜する反応性スパッタ方式で成膜したTiN膜
の膜質を比較することとした。

実験
Experimental

酸化膜付きSi基板を、クリーンドラフト潤沢純水付(UT-800)で前処理洗浄したのち、
CFS-4EP-LL I-miller(UT-711)にてTiN膜を成膜した。次いでTiN膜付きSi基板を高
速ランプアニール装置 (UT802)にて400℃ -N 2雰囲気で焼鈍し、比抵抗測定
器(UT-860)にてアニール前後の比抵抗を評価した。成膜条件と結果を表1に示す。

結果と考察
Results and Discussion

Tiターゲットを窒素の反応性スパッタで成膜したTiN(水準B)は、TiNターゲットで
のTiN(水準C) に比べて比抵抗が小さかった。参考文献1では、TiN膜は低応力にな
ると比抵抗が大きくなることが知られているので、TiNターゲットでのTiN(水準C)
は応力が小さい膜である可能性がある。
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表1. TiNの成膜条件と比抵抗
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